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(37) Abstract: The invention concerns a method for cutting out at least a thin layer in an element forming a substrate or an ingot for
electronic or optoelectronic or optical component or sensor. The invention is characterised in that it comprises steps which consist
in: forming in said element a embrittied zone having a thickness corresponding to that of the layer to be cut out; injecting into said
& element an energy pulse lasting not more than the duration required for a sound wave to pass through the thickness of the zone
€7, absorbing said pulse energy, said pulse having an energy selected to cause cleaving at said embrittled layer.
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élément une zone fragilisée d’une épaisseur correspondant a celle de la couche que I’on veut découper; injecter dans ledit él€ment une
impulsion énergétique d’une durée inférieure 4 ou de I’ordre de la durée nécessaire & une onde acoustique pour traverser I’€paisseur
de 1a zone absorbant I’énergie de ladite impulsion, ladite impulsion étant d’une énergie choisie pour provoquer un clivage au niveau

0 01/80

de ladite couche fragilisée.



